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(57)摘要

本发明属于手机配件技术领域，具体涉及一

种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构。本发

明增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构，所述

接插件包括功能区部分，功能区部分从下至上依

次镀有铜镀层、第一银镀层、第一镍钨镀层、第一

金镀层、第二镍钨镀层、第二金镀层、第二银镀

层、铑合金镀层，其中，所述铜镀层镀在所述功能

区部分的基材上，通过以上镀层的组合，能够提

高镀层的硬度，使镀层具有耐磨损、耐腐蚀、抗变

色的特性，延长快充接口使用寿命，使产品的镀

层耐插拔次数增多，提高镀层使用寿命及充电效

率，达到更加实用的目的。
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1.一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构，其特征在于，所述接插件包括功能区

部分，所述功能区部分从下至上依次镀有铜镀层（1）、第一银镀层（2）、第一镍钨镀层（3）、第

一金镀层（4）、第二镍钨镀层（5）、第二金镀层（6）、第二银镀层（7）及铑合金镀层（8），其中，

所述铜镀层（1）镀在所述功能区部分的基材（9）上。

2.根据权利要1所述的增强电子产品插接件耐腐蚀性能的镀层结构，其特征在于，所述

功能区部分的基材（9）为铜基材。

3.根据权利要1所述的增强电子产品插接件耐腐蚀性能的镀层结构，其特征在于，所述

铜镀层（1）的厚度为0.4~5.5μm，第一银镀层（2）的厚度为0.4~5.5μm，第一镍钨镀层（3）的厚

度为0.4~5.5μm，第一金镀层（4）的厚度为0.02~0.55μm，第二镍钨镀层（5）的厚度为0.4~5.5

μm，第二金镀层（6）的厚度为0.02~0.55μm，第二银镀层（7）的厚度为0.4~5.5μm，铑合金镀层

（8）的厚度为0.4~5.5μm。

4.根据权利要1所述的增强电子产品插接件耐腐蚀性能的镀层结构，其特征在于，所述

第一银镀层（2）和第二银镀层（7）中氰化物含量为零，镀层中银含量不小于99.5%。
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一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构

技术领域

[0001] 本发明属于手机配件技术领域，具体涉及一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层

结构。

背景技术

[0002] 随着智能手机的更新换代，手机屏幕不断增大，耗电量也随之增大，手机充电越来

越频繁，现有手机充电接口的镀层大多采用铜上镀镍、钯镍/钯加上铑合金镀层，并采用铑

合金来增强产品的耐腐蚀性，传统镀层耐插拔次数少，使用寿命短，电镀制程不稳定，异常

较多，无法满足客户日益增加的多样化需求，及苛刻的环保要求。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足，提供了一种增强手机

插接件耐腐蚀性能的镀层结构。本发明的镀层结构通过采用环保型无氰镀银层来减少传统

高氰镀银对于人体的伤害及减少对环境的污染，取消镍镀层，减少人体接触镍层，避免引起

皮肤过敏，来减少电子接插件对于人身体的伤害并增强电子产品的导电性能、抗氧化性及

耐腐蚀性，能够增加耐插拔次数及使用寿命，满足满足客户日益增加的多样化需求，及苛刻

的环保要求。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：一种增强手机插接件耐腐蚀性

能的镀层结构，所述接插件包括功能区部分，所述功能区部分从下至上依次镀有铜镀层、第

一银镀层、第一镍钨镀层、第一金镀层、第二镍钨镀层、第二金镀层、第二银镀层及铑合金镀

层，其中，所述铜镀层镀在所述功能区部分的基材上。

[0005] 所述功能区部分的基材为铜基材。

[0006] 所述铜镀层的厚度为0.4~5.5μm，第一银镀层的厚度为0.4~5.5μm，第一镍钨镀层

的厚度为0.4~5.5μm，第一金镀层的厚度为0.02~0.55μm，第二镍钨镀层的厚度为0.4~5.5μ

m，第二金镀层的厚度为0.02~0.55μm，第二银镀层的厚度为0.4~5.5μm，铑合金镀层的厚度

为0.4~5.5μm。

[0007] 所述第一银镀层和第二银镀层中氰化物含量为零，镀层中银含量不小于99.5%。

[0008] 与现有技术相比，本发明具有以下优点：

本发明的镀层结构通过采用环保型无氰镀银层来减少传统高氰镀银对于人体的伤害

及减少对环境的污染，取消镍镀层，减少人体接触镍层，避免引起皮肤过敏，来减少电子接

插件对于人身体的伤害并增强电子产品的导电性能、抗氧化性及耐腐蚀性，能够满足客户

苛刻的测试需求，通过设置耐腐蚀性的中间镀层、抗氧化层以及耐磨性、耐腐蚀性的表镀

层，可以提高基材的耐腐蚀性以及耐磨性，保护基材不被腐蚀、氧化且使用寿命长，增强电

镀镀层耐腐蚀性。
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附图说明

[0009] 图1是本发明实施例1手机插接件镀层结构的截面结构示意图。

[0010] 附图标记说明：1-铜镀层；2-第一银镀层；3-第一镍钨镀层；4-第一金镀层；  5-第

二镍钨镀层；6-第二金镀层；7-第二银镀层；8-铑合金镀层；9-功能区部分的基材。

具体实施方式

[0011] 以下结合技术方案和附图详细叙述本发明的具体实施方式。

[0012] 实施例1

如图1所述，一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构，所述接插件包括功能区部

分，所述功能区部分的镀层从下至上依次为铜镀层1、第一银镀层2、第一镍钨镀层3、第一金

镀层4、第二镍钨镀层5、第二金镀层6、第二银镀层7、铑合金镀层8，其中，所述铜镀层1镀在

所述功能区部分的基材9上。

[0013] 所述功能区部分的基材9为铜基材。

[0014] 所述铜镀层1的厚度为1μm，第一银镀层2的厚度为3μm，第一镍钨镀层3的厚度为

1.25μm，第一金镀层4的厚度为0.04μm，第二镍钨镀层5的厚度为1.25μm，第二金镀层6的厚

度为0.04μm，第二银镀层7的厚度为1.25μm，铑合金镀层8的厚度为2.0μm。

[0015] 所述第一银镀层2和第二银镀层7中氰化物含量为零，镀层中银含量为99.5%。

[0016] 实施例2

一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构，所述接插件包括功能区部分，所述功能

区部分的镀层从下至上依次为铜镀层1、第一银镀层2、第一镍钨镀层3、第一金镀层4、第二

镍钨镀层5、第二金镀层6、第二银镀层7、铑合金镀层8，其中，所述铜镀层1镀在所述功能区

部分的基材9上。

[0017] 所述功能区部分的基材9为铜基材。

[0018] 所述铜镀层1的厚度为0.5μm，第一银镀层2的厚度为2.5μm，第一镍钨镀层3的厚度

为0.75μm，第一金镀层4的厚度为0.06m，第二镍钨镀层5的厚度为0.75μm，第二金镀层6的厚

度为0.03μm，第二银镀层7的厚度为1μm，铑合金镀层8的厚度为3.0μm。

[0019] 所述第一银镀层2和第二银镀层7中氰化物含量为零，镀层中银含量为99.5%。

[0020] 实施例3

一种增强手机插接件耐腐蚀性能的镀层结构，所述接插件包括功能区部分，所述功能

区部分的镀层从下至上依次为铜镀层1、第一银镀层2、第一镍钨镀层3、第一金镀层4、第二

镍钨镀层5、第二金镀层6、第二银镀层7、铑合金镀层8，其中，所述铜镀层1镀在所述功能区

部分的基材9上。

[0021] 所述功能区部分的基材9为铜基材。

[0022] 所述铜镀层1的厚度为0.5μm，第一银镀层2的厚度为1.25μm，第一镍钨镀层3的厚

度为0.4μm，第一金镀层4的厚度为0.04μm，第二镍钨镀层5的厚度为0.5μm，第二金镀层6的

厚度为0.04μm，第二银镀层7的厚度为0.75μm，铑合金镀层8的厚度为5.5μm。

[0023] 所述第一银镀层2和第二银镀层7中氰化物含量为零，镀层中银含量为99.5%。

[0024] 本发明实施例1-3中铜镀层用于增加基材的平整度，第一银镀层使用无氰工艺，对

环境无污染，对人无伤害，用于增加产品的延展性，第一镍钨镀层性能稳定，用于提升镀层
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的耐磨性和耐腐蚀性，第一金镀层用于提升产品的结合力,  第二镍钨镀层用于提升镀层的

耐磨性和耐腐蚀性，第二金镀层用于提升产品的结合力，第二银镀层用于提高产品的导电

性，铑合金镀层用于提高产品的硬度和耐腐蚀性，由以上镀层的组合，提高了镀层的硬度，

可使镀层耐磨损、耐腐蚀、抗变色，延长快充接口使用寿命，使产品的镀层耐插拔次数增多，

提高镀层使用寿命及充电效率，达到更加实用的目的。

[0025] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例，并非对本发明作任何限制。凡是根据本发明

实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变化，均仍属于本发明技术方案的

保护范围内。
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图1
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